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 VLSI 技術は MOSFET の微細化をドライビングフォースとして進展してきた。今後の情報爆発

に伴うVLSI演算性能の向上要求を鑑みるに、更なる微細化による高集積VLSIの実現が望まれる。

微細化の実現は短チャネル効果の克服が鍵を握る。その解を模索する中で、3 次元構造を持つ

FinFET および SOI-MOSFETといった薄ボディのMOSFET が実用化されてきた。 

更なる微細化のためには、MOSFET の極薄ボディ化が必須である。その中で、近年注目を集め

るのが 2 次元結晶である遷移金属ダイカルコゲナイドである。半導体であり、また結晶として原

子層レベルでの厚さ揺らぎを持たない材料であるため、従来の 3次元結晶では実現が難しい 3 nm

以下の極薄ボディMOSFET のチャネル材料として期待されている。遷移金属ダイカルコゲナイド

はその名の通り遷移金属とカルコゲンとの化合物である。MOSFET に留まらず、バルク物性とは

異なる層状薄膜物性を利用した新奇デバイスへの応用が期待され、MoS2や WSe2を中心に近年研

究報告数が急激に増加している。ここ数年の VLSI関連の国際会議においては、MoS2 MOSFETに

関する研究報告に Intelや IMEC が名を連ねており、その注目の高さが窺える。 

本報告では、遷移金属ダイカルコゲナイドのMOSFET 応用について近年の研究動向を概観する。

最後に、我々の研究成果としてHigh-k/Metalゲートを適用したMoS2 MOSFETのデバイス特性と、

その実効移動度評価結果について紹介する[1]。 
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